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СТРУКТУРНО-ЗАВИСИМОЕ ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

НА ПАРАМЕТРЫ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КРЕМНИЕВЫХ 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Остается актуальным изучение новых закономерностей влияния 

слабого стационарного магнитного поля (СМП) на монокристаллический 

кремний, что должно предоставить дополнительные возможности для 

развития новых информативных методов контроля за поведеним 

структурных дефектов и усовершенствование теоретических моделей их 

взаимодействия в реальних монокристаллах.  

Определены периоды кристаллической решетки а исследуемых 

образцов в исходном состоянии и после предварительной обработки в СМП с 

индукцией около 0,2 Тл в течение 7 дней с помощью рентгеновского 

дифрактометра ДРОН-04-07. Из полученных экспериментальных данных 

нельзя достоверно установить влияние предварительной обработки в таком 

СМП на величину а. Предполагается, что погрешность эксперимента 

значительно больше изменения а, которая должна наблюдаться, исходя из 

соответствующего теоретического обоснования. Благодаря анализу 

физических механизмов направленного воздействия СМП на точечные 

дефекты и их комплексы в базовых кристаллах кремниевых 

фотоэлектрических преобразователей (Si-ФЭП) установлено, что 

использованное СМП вызывает ослабление межатомных связей Si-O, O-O, V-

O и появление диффузионной неустойчивости в базовых кристаллах из-за 

снятия запретов на синглет-триплетные спиновые превращения 

парамагнитных примесей, в частности примеси кислорода. Через 

термические флуктуации возможно образование метастабильных 

кислородсодержащих комплексов точечных дефектов SiVyOz из А-дефектов 

и дефектов, образованных определенным количеством вакансий и узельного 

кремния. 
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